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はじめに 

InAs ナノワイヤは高い移動度を持つ為、チャネル

を 3 次元的に閉じ込めることのできるナノワイヤ

FET[1]作製に有効であるとされている。 

現在、我々は VLS 成長[2]による Au 微粒子を用

いた InAs ナノワイヤ成長を行っている。この報告

ではテーパの小さくかつ一定の長さを持ったナノ

ワイヤを目指す上で基板、密度、V/III 比、温度、

時間がどのようにテーパに影響しているかについ

て述べる。 

 

実験 

各基板に対する、Au 微粒子の塗布条件を示す。

GaAs(111)B及びGaAs(100)基板をセミコクリーンに

よる超音波洗浄の後、純水で洗浄し、シリンジを用

いて直径 50nmのAuコロイドを基板表面に塗布し、

100℃で加熱、その後メチルアルコールで 20sec 洗

浄した。 

次に成長条件を示す。図 1は成長温度シーケンス

を示しており、一度 600℃まで昇温した後、460℃

又は 440℃まで降温し InAs の成長を 30、10min 行

った。In の供給量は 8.86mol/min で一定とし、As

の供給量を 214.2、107.1、80.3mol/min と変化させ

た。それぞれ V/III比は 24.2、12.1、9.07である。 

 

結果 

成長したナノワイヤには密度の差があり、図 2 

(a)は高密度部(1.2×10
8
/cm

2
)、(b)は低密度部(2.71×

10
7
/cm

2
)のナノワイヤの断面 SEM画像である。密度

の差は Au コロイドを塗布した際に出来た Au コロ

イドの密度の差が原因であると考えられる。高密度

部では全長の平均が 6.2m であるのに対して、低密

度部では 21.2mであった。 

図 3 は温度 V/III=24.2、460℃の時のナノワイヤの

直径の基板による変化を示しており、この図から

GaAs(100)よりもGaAs(111)B基板上の方が根元から

先端にかけて直径が均一に、すなわちテーパが小さ

くなっていることを確認した。図 4はナノワイヤの

直径の温度・時間依存性を示しており、この図から

も温度・時間を下げることでナノワイヤのテーパが

小さくなっていることを確認した。 
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図 1：成長温度シーケンス 

 

 
図 2 :GaAs(111)B基板上 InAs ナノワイヤ  
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図 3:ナノワイヤの直径の基板による変化 
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図 4:ナノワイヤの直径の温度・時間依存性 
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